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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月17日(2011.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一導電型の不純物領域と、第一導電型と反対導電型の第二導電型の複数の不純物領域
と、を備えた光電変換素子が第一導電型の半導体基板に配された光電変換装置であって、
　前記第二導電型の複数の不純物領域は、前記第一導電型の不純物領域の下に配置され、
少なくとも、第１の不純物領域と、該第１の不純物領域と前記第一導電型の不純物領域と
の間に配された第２の不純物領域と、該第２の不純物領域と前記第一導電型の不純物領域
との間に配された第３の不純物領域と、を含み、前記第１の不純物領域の不純物濃度ピー
クの濃度Ｃ１と、前記第２の不純物領域の不純物濃度ピークの濃度Ｃ２と、前記第３の不
純物領域の不純物濃度ピークの濃度Ｃ３とが、
Ｃ２＜Ｃ３＜Ｃ１
の関係を満たすことを特徴とする光電変換装置。
【請求項２】
　前記光電変換素子は、更に、前記第一導電型の不純物領域の基板表面側に接して形成さ
れた第二導電型の第４の不純物領域を有することを特徴とする請求項１に記載の光電変換
装置。
【請求項３】
　前記不純物濃度ピークの濃度の関係が、３×Ｃ２≦Ｃ１であることを特徴とする請求項
１または２に記載の光電変換装置。
【請求項４】
　前記不純物濃度ピークの濃度の関係が、５×Ｃ２≦Ｃ１であることを特徴とする請求項
３に記載の光電変換装置。
【請求項５】
　前記不純物濃度ピークの濃度が、１×１０１６ｃｍ－３＜Ｃ１＜１×１０１８ｃｍ－３

、１×１０１５ｃｍ－３＜Ｃ２＜５×１０１６ｃｍ－３、２×１０１５ｃｍ－３＜Ｃ３＜
２×１０１７ｃｍ－３であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の光
電変換装置。
【請求項６】
　前記第二導電型の複数の不純物領域は、前記光電変換素子に隣接した素子分離領域の下
部まで連続的に配設されていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の
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光電変換装置。
【請求項７】
　第一導電型の不純物領域と、第一導電型と反対導電型の第二導電型の複数の不純物領域
とを備えた光電変換素子が第一導電型の半導体基板に配された光電変換装置の製造方法で
あって、
　前記第二導電型の複数の不純物領域は、前記第一導電型の不純物領域の下に配置され、
少なくとも第１の不純物領域と、該第１の不純物領域と前記第一導電型の不純物領域との
間に配された第２の不純物領域と、該第２の不純物領域と前記第一導電型の不純物領域と
の間に配された第３の不純物領域と、を含み、
　前記第二導電型の複数の不純物領域を形成する工程は、前記第１の不純物領域の不純物
濃度ピークの濃度Ｃ１と、前記第２の不純物領域の不純物濃度ピークの濃度Ｃ２と、前記
第３の不純物領域の不純物濃度ピークの濃度Ｃ３とが、Ｃ２＜Ｃ３＜Ｃ１の関係を満たす
よう、前記第一導電型の半導体基板に複数回にわたってイオン注入を行う工程と、当該イ
オン注入がなされた領域のそれぞれが不純物濃度ピークをもつプロファイルを維持できる
ような温度で熱拡散処理を行なう工程と、を含むことを特徴とする光電変換装置の製造方
法。
【請求項８】
　更に、前記第一導電型の不純物領域の基板表面側に接して第二導電型の不純物領域を形
成する工程を有することを特徴とする請求項７に記載の光電変換装置の製造方法。
【請求項９】
　前記熱拡散処理の処理温度が９５０℃以下であることを特徴とする請求項７または８に
記載の光電変換装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の光電変換装置と、該光電変換装置へ光を結像す
る光学系と、該光電変換装置からの出力信号を処理する信号処理回路とを有することを特
徴とする撮像システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】光電変換装置およびその製造方法、ならびに撮像システム
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、光電変換装置およびその製造方法、ならびに撮像システムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の第１の側面は、第一導電型の不純物領域と、第一導電型と反対導電型の第二導
電型の複数の不純物領域と、を備えた光電変換素子が第一導電型の半導体基板に配された
光電変換装置に係り、前記第二導電型の複数の不純物領域は、前記第一導電型の不純物領
域の下に配置され、少なくとも第１の不純物領域と、該第１の不純物領域と前記第一導電
型の不純物領域との間に配された第２の不純物領域と、該第２の不純物領域と前記第一導
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電型の不純物領域との間に配された第３の不純物領域と、を含み、前記第１の不純物領域
の不純物濃度ピークの濃度Ｃ１と、前記第２の不純物領域の不純物濃度ピークの濃度Ｃ２
と、前記第３の不純物領域の不純物濃度ピークの濃度Ｃ３とが、Ｃ２＜Ｃ３＜Ｃ１の関係
を満たすことを特徴とする。
　本発明の第２の側面は、第一導電型の不純物領域と、第一導電型と反対導電型の第二導
電型の複数の不純物領域とを備えた光電変換素子が第一導電型の半導体基板に配された光
電変換装置の製造方法に係り、前記製造方法は、前記第二導電型の複数の不純物領域は、
前記第一導電型の不純物領域の下に配置され、少なくとも第１の不純物領域と、該第１の
不純物領域と前記第一導電型の不純物領域との間に配された第２の不純物領域と、該第２
の不純物領域と前記第一導電型の不純物領域との間に配された第３の不純物領域と、を含
み、前記第二導電型の複数の不純物領域を形成する工程は、前記第１の不純物領域の不純
物濃度ピークの濃度Ｃ１と、前記第２の不純物領域の不純物濃度ピークの濃度Ｃ２と、前
記第３の不純物領域の不純物濃度ピークの濃度Ｃ３とが、Ｃ２＜Ｃ３＜Ｃ１の関係を満た
すよう、前記第一導電型の半導体基板に複数回にわたってイオン注入を行う工程と、当該
イオン注入がなされた領域のそれぞれが不純物濃度ピークをもつプロファイルを維持でき
るような温度で熱拡散処理を行なう工程と、を含むことを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
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